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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１領域及び第２領域を有する正孔輸送層と、
　前記第１領域の正孔輸送層上に配置された有機発光層と、
　前記第２領域の正孔輸送層上に、感光性物質に対応して選択的に配置された疎水性パタ
ーンと、
　前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に配置される電子輸送層と、を含み、
　前記正孔輸送層は、
　前記第１領域に配置される第１パターンと、
　前記第２領域に配置される第２パターンと、を含み、
　前記第１パターンは正孔輸送物質を含み、架橋結合または重合された感光性物質は前記
第２パターンだけに含まれることを特徴とする有機発光構造物。
【請求項２】
　前記第１領域は画素領域であり、前記第２領域は非画素領域であることを特徴とする請
求項１に記載の有機発光構造物。
【請求項３】
　前記疎水性パターンによって前記有機発光層の形成領域が限定されることを特徴とする
請求項１に記載の有機発光構造物。
【請求項４】
　前記正孔輸送層下に配置される正孔注入層をさらに含むことを特徴とする請求項１に記
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載の有機発光構造物。
【請求項５】
　前記電子輸送層上に配置される電子注入層をさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載の有機発光構造物。
【請求項６】
　前記疎水性パターンは、フッ素原子が結合した炭素原子を含む高分子、オリゴマー、デ
ンドリマー、及びモノマーからなるグループから選択された少なくとも一つのフッ素系物
質または有機シラン系物質を含むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光構造物。
【請求項７】
　前記フッ素系物質は、－（ＣＦ２－ＣＦ２）ｎ－、の反復単位を含むフッ素界高分子で
あることを特徴とする請求項６に記載の有機発光構造物。
【請求項８】
　前記有機シラン系物質は下記化学式（１）にて表示されることを特徴とする請求項６に
記載の有機発光構造物。

【化１】

（前記化学式（１）において、Ｒ１～Ｒ４は各々独立的に水素原子、炭素数１～２０のア
ルキル基、炭素数１～２０のアルコキシ基、ハロゲン、アミノ基または、ヒドロキシ基を
示し、Ｒ１～Ｒ４のうち少なくとも一つは炭素数１～２０のアルキル基または、炭素数１
～２０のアルコキシ基である。）
【請求項９】
　前記炭素数１～２０のアルキル基、または、炭素数１～２０のアルコキシ基は少なくと
も一つのフッ素原子置換基を有することを特徴とする請求項８に記載の有機発光構造物。
【請求項１０】
　前記疎水性パターンは１０００Å～３μｍの厚さを有することを特徴とする請求項１に
記載の有機発光構造物。
【請求項１１】
　前記第２パターンは前記第１パターンより小さい電気伝導性を有することを特徴とする
請求項１記載の有機発光構造物。
【請求項１２】
前記感光性物質はアクリレート系物質、または、メタクリレート系物質を含むことを特徴
とする請求項１に記載の有機発光構造物。
【請求項１３】
　前記電子輸送層は前記第１領域にオーバーラップされる第３パターン及び前記第２領域
に重なる第４パターンを含むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光構造物。
【請求項１４】
　前記第３パターンは電子輸送物質を含み、前記第４パターンは電子輸送物質及び架橋結
合または重合された感光性物質を含むことを特徴とする請求項１３に記載の有機発光構造
物。
【請求項１５】
　前記第４パターンは前記第３パターンより小さい電気伝導性を有することを特徴とする
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請求項１４に記載の有機発光構造物。
【請求項１６】
　画素領域と非画素領域を有する第１基板と、
　前記第１基板上部に配置される第１電極と、
　前記第１基板上部に配置され、前記画素領域で前記第１電極を露出させる画素定義膜と
、
　前記画素定義膜及び前記露出した第１電極上に配置される正孔輸送層と、
　前記非画素領域の前記正孔輸送層上に、感光性物質に対応して選択的に配置される疎水
性パターンと、
　前記画素領域の前記正孔輸送層上に配置される有機発光層と、
　前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に配置される電子輸送層と、
　前記電子輸送層上に配置される第２電極と、を含み、
　前記正孔輸送層は第１パターン及び前記第１パターンより小さい電気伝導性を有する第
２パターンを含み、前記第１パターンは前記画素領域に配置され、前記第２パターンは前
記非画素領域に配置されることを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第１基板上に配置し、前記第１電極に電気的に連結されるスイッチング素子をさら
に含むことを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記画素定義膜及び前記露出した第１電極と前記正孔輸送層との間に配置される正孔注
入層をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　前記電子輸送層と前記第２電極との間に配置される電子注入層をさらに含むことを特徴
とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２０】
　前記画素定義膜は１０００Å～４０００Åの厚さを有することを特徴とする請求項１６
に記載の有機発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極と前記画素定義膜の側壁上に配置され、前記
第２パターンは前記画素定義膜の上面上に配置されることを特徴とする請求項１６に記載
の有機発光表示装置。
【請求項２２】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極と前記画素定義膜の側壁一部上に配置され、
前記第２パターンは前記画素定義膜の上面及び前記第１パターンが形成されていない前記
画素定義膜の側壁一部上に配置されることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示
装置。
【請求項２３】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極上に配置され、前記第２パターンは前記画素
定義膜の上面及び前記画素定義膜の側壁上に配置されることを特徴とする請求項１６に記
載の有機発光表示装置。
【請求項２４】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極一部上に配置され、前記第２パターンは前記
画素定義膜及び前記第１パターンが形成されていない前記第１電極の一部上に配置される
ことを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２５】
　前記電子輸送層は第３パターン及び前記第３パターンより小さい電気伝導性を有する第
４パターンを含むことを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２６】
　前記第３パターンは前記有機発光層上に配置され、前記第４パターンは前記疎水性パタ
ーン上に配置されることを特徴とする請求項２５に記載の有機発光表示装置。
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【請求項２７】
　前記第３パターンは前記有機発光層一部上に配置され、前記第４パターンは前記疎水性
パターン及び前記第３パターンが形成されていない前記有機発光層の部分上に配置される
ことを特徴とする請求項２５に記載の有機発光表示装置。
【請求項２８】
　第１領域及び第２領域を有する正孔輸送層を提供する段階と、
　前記第２領域の正孔輸送層上に配置される疎水性パターンを形成する段階と、
　前記第１領域の正孔輸送層上に有機発光層を形成する段階と、
　前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に電子輸送層を形成する段階と、を含み、
　前記正孔輸送層を形成する段階は、
　感光性組成物を含む予備正孔輸送層を提供する段階と、
　前記第２領域の前記予備正孔輸送層を選択的に露光させる段階と、を含み、
　前記第２領域の前記予備正孔輸送層は架橋反応または、重合反応によって第２パターン
に変換され、
　前記第１領域の前記予備正孔輸送層は第１パターンに変換されることを特徴とする有機
発光構造物の製造方法。
【請求項２９】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、
　ドナー基板上に疎水性層を形成する段階と、
　前記疎水性層が前記正孔輸送層に対向するように前記正孔輸送層の上に前記ドナー基板
を位置させる段階と、
　前記第２領域に選択的にレーザーを照射して前記疎水性層を前記正孔輸送層上に転写さ
せる段階と、を含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３０】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、
　ドナー基板上に疎水性層を形成する段階と、
　前記疎水性層が前記正孔輸送層に対向するように前記正孔輸送層上に前記ドナー基板を
位置させる段階と、
　前記ドナー基板に熱及び圧力を加えて前記第２領域の正孔輸送層上に前記疎水性パター
ンを形成する段階と、を含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造
方法。
【請求項３１】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、インクジェットプリンティング工程、ノズルプ
リンティング工程、スタンピング工程、オフセットインプリンティング工程、及び反転オ
フセットインプリンティング工程のうち選択されたいずれか一つの工程を通じて遂行され
ることを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３２】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、フッ素系物質または有機シラン系物質及び溶媒
を含む疎水性組成物を前記第２領域の正孔輸送層上に導入する溶液性工程を通じて実行さ
れることを特徴とする請求項３１に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３３】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、気化或いは昇華したフッ素系物質または、有機
シラン系物質を前記第２領域の正孔輸送層上に導入する非溶液性工程を通じて実行される
ことを特徴とする請求項３１に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３４】
　前記感光性組成物は、正孔輸送物質、感光性単量体、光重合開始剤及び有機溶媒を含む
ことを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３５】
　前記第１パターンは前記正孔輸送物質を含み、前記第２パターンは前記正孔輸送物質と
前記感光性単量体が、架橋結合または重合された高分子物質を含むことを特徴とする請求
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項３４に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３６】
　前記第２領域の前記予備正孔輸送層を選択的に露光させる段階後、ベイキング工程を実
行する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法
。
【請求項３７】
　前記第２領域の前記予備正孔輸送層を選択的に露光させる段階後、現像液を使って前記
第１パターン上に残留する前記感光性単量体、光重合開始剤、及び有機溶媒を除去する段
階をさらに含むことを特徴とする請求項３４に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３８】
　前記電子輸送層を形成する段階は、前記有機発光層及び前記疎水性パターン上に感光性
組成物を含む予備電子輸送層を形成する段階と、
　前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層を選択的に露光させる段階と、
　を含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項３９】
　前記感光性組成物は電子輸送物質、感光性単量体、光重合開始剤及び有機溶媒を含むこ
とを特徴とする請求項３８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項４０】
　前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層は架橋反応、または、重合反応
によって第４パターンに変換され、前記有機発光層上に形成された前記予備電子輸送層を
第３パターンに変換されることを特徴とする請求項３９に記載の有機発光構造物の製造方
法。
【請求項４１】
　前記第３パターンは前記電子輸送物質を含み、前記第４パターンは前記電子輸送物質と
前記感光性単量体が、架橋結合または重合された高分子物質を含むことを特徴とする請求
項４０に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項４２】
　前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層を選択的に露光させる段階以後
に、ベイキング工程を実行する段階をさらに含むことを特徴とする請求項３８に記載の有
機発光構造物の製造方法。
【請求項４３】
　前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層を選択的に露光させる段階以後
に、現像液を使って前記第３パターン上に残留する前記感光性単量体、光重合開始剤、及
び有機溶媒を除去する段階をさらに含むことを特徴とする請求項４０に記載の有機発光構
造物の製造方法。
【請求項４４】
　前記正孔輸送層を提供する前に、正孔注入層を提供する段階をさらに含むことを特徴と
する請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項４５】
　前記電子輸送層を形成した後に、前記電子輸送層上に電子注入層を形成する段階をさら
に含むことを特徴とする請求項２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項４６】
　前記疎水性パターンは１０００Å～３μｍの厚さで形成されることを特徴とする請求項
２８に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項４７】
　画素領域及び非画素領域を有する第１基板の上部に第１電極を形成する段階と、
　前記第１基板上部に前記第１電極を露出させる画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜及び前記露出した第１電極上に正孔輸送層を形成する段階と、
　前記非画素領域の前記正孔輸送層上に疎水性パターンを形成する段階と、
　前記画素領域の前記正孔輸送層上に有機発光層を形成する段階と、
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　前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に電子輸送層を形成する段階と、
　前記電子輸送層上に第２電極を形成する段階と、を含み、
　前記正孔輸送層を形成する段階は、前記画素定義膜及び前記露出した第１電極上に感光
性組成物を含む予備正孔輸送層を形成する段階と、前記画素定義膜上に形成された前記予
備正孔輸送層を選択的に露光させる段階とを含み、
　前記画素定義膜の上面上に形成された前記予備正孔輸送層は架橋反応または重合反応に
よって第２パターンに変換し、
　前記画素定義膜の側壁及び前記露出した第１電極上に形成された前記予備正孔輸送層は
第１パターンに変換されることを特徴とする有機発光表示装置の製造方法。
【請求項４８】
　前記疎水性パターンはフッ素原子が結合された炭素原子を含む高分子、オリゴマー、デ
ンドリマー、及びモノマーからなるグループから選択された少なくとも一つのフッ素系物
質または、有機シラン系物質を使って形成されることを特徴とする請求項４７に記載の有
機発光表示装置の製造方法。
【請求項４９】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、
　ドナー基板上に疎水性層を形成する段階と、
　前記疎水性層を前記正孔輸送層に対向させて前記第１基板上部に前記ドナー基板を位置
させる段階と、
　前記非画素領域に選択的にレーザーを照射する段階と、を含むことを特徴とする請求項
４７に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項５０】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、
　ドナー基板上に疎水性層を形成する段階;前記疎水性層を前記正孔輸送層に対向させて
前記正孔輸送層上に前記ドナー基板を位置させる段階と、
　前記ドナー基板に熱及び圧力を加える段階を含むことを特徴とする請求項４７に記載の
有機発光表示装置の製造方法。
【請求項５１】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、インクジェットプリンティング工程、ノズルプ
リンティング工程、スタンピング工程、オフセットインプリンティング工程、及び反転オ
フセットインプリンティング工程から選択されたいずれか一つの工程を通じて実行される
ことを特徴とする請求項４７に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項５２】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、フッ素系物質または有機シラン系物質及び溶媒
を含む疎水性組成物を前記非画素領域の正孔輸送層上に導入する溶液性工程を通じて実行
されることを特徴とする請求項５１に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項５３】
　前記疎水性パターンを形成する段階は、気化或いは昇華したフッ素系物質または有機シ
ラン系物質を前記非画素領域の正孔輸送層上に導入する非溶液性工程を通じて実行される
ことを特徴とする請求項５１に記載の有機発光構造物の製造方法。
【請求項５４】
　前記画素定義膜上面及び前記画素定義膜の側壁一部上に形成された前記予備正孔輸送層
は、架橋反応または重合反応によって第２パターンに変換し、前記第２パターンが形成さ
れていない前記画素定義膜側壁の部分及び前記露出した第１電極上に形成された前記予備
正孔輸送層は第１パターンに変換することを特徴とする請求項４７に記載の有機発光表示
装置の製造方法。
【請求項５５】
　前記画素定義膜上面及び前記画素定義膜の側壁上に形成された前記予備正孔輸送層は、
架橋反応または重合反応によって第２パターンに変換され、前記露出した第１電極上に形
成された前記予備正孔輸送層は第１パターンに変換されることを請求項４７に記載の特徴
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とする有機発光表示装置の製造方法。
【請求項５６】
　前記画素定義膜及び前記露出した第１電極一部上に形成された前記予備正孔輸送層は、
架橋反応または重合反応によって第２パターンに変換され、前記第２パターンが形成され
ていない前記露出した第１電極の部分上に形成された前記予備正孔輸送層は第１パターン
に変換されることを特徴とする請求項４７に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項５７】
　前記電子輸送層を形成する段階は、
　前記有機発光層及び前記疎水性パターン上に感光性組成物を含む予備電子輸送層を形成
する段階と、
　前記非画素領域に形成された前記予備電子輸送層を選択的に露光させる段階と、を含む
ことを特徴とする請求項４７に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項５８】
　前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層は、架橋反応または重合反応に
よって第４パターンに変換され、前記有機発光層上に形成された前記予備電子輸送層は第
３パターンに変換されることを特徴とする請求項５７に記載の有機発光表示装置の製造方
法。
【請求項５９】
　前記疎水性パターン及び前記有機発光層一部上に形成された前記予備電子輸送層は架橋
反応または重合反応によって第４パターンに変換され、前記第４パターンが形成されてい
ない前記有機発光層の部分上に形成された前記予備電子輸送層は第３パターンに変換され
ることを特徴とする請求項５７に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項６０】
　前記正孔輸送層を形成する前に、前記画素定義膜及び前記露出した第１電極上に正孔注
入層を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項４７に記載の有機発光表示装置
の製造方法。
【請求項６１】
　前記電子輸送層を形成した後に、前記電子輸送層上に電子注入層を形成する段階をさら
に含むことを特徴とする請求項４７に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光構造物、有機発光構造物の製造方法、有機発光表示装置、及び有機
発光表示装置の製造方法に関する。より詳細には、本発明は疎水性パターンを具備する有
機発光構造物、疎水性パターンを具備する有機発光構造物の製造方法、疎水性パターンを
有する有機発光構造物を含む有機発光表示装置及び疎水性パターンを有する有機発光構造
物を含む有機発光表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置（organic light emitting display device：ＯＬＥＤ）は、有機発
光層における陽極（anode）と陰極（cathode）からそれぞれ提供される正孔と電子が、結
合して生成される光を利用して映像、文字などの情報を示すことのできる表示装置をいう
。このような有機発光表示装置は広い視野角、速い応答速度、薄い厚さ、低消費電力など
の様々な長所を有するので有望な次世代ディスプレイ装置として脚光を浴びている。
【０００３】
　通常、従来の有機発光表示装置の製造において、前記有機発光層を形成するためにイン
クジェット、スピン、ノズルなどを活用したプリンティング工程、所定の膜を蒸着した後
パターニングする工程、熱またはレーザーなどを活用した伝写工程などが使用されている
。しかし、前述した方法を活用する場合、前記有機発光表示装置の画素領域に有機発光層
を高いコントラスト（contrast）を有し、均一に形成するのには限界がある。また、前記
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作が容易ではなく、有機発光層を形成するための材料の使用効率が急激に下落するという
問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の一目的は、疎水性パターンを含み、向上した発光特性を有する有機発光構造物
を提供することにある。
【０００５】
　本発明の他の目的は疎水性パターンを含み、改善された発光特性を有する有機発光構造
物の製造方法を提供することにある。
【０００６】
　本発明のまた他の目的は疎水性パターンを有する有機発光構造物を具備して向上した発
光特性を確保できる有機発光表示装置を提供することにある。
【０００７】
　本発明のまた他の目的は疎水性パターンを有する有機発光構造物を具備して向上した発
光特性を確保できる有機発光表示装置の製造方法を提供することにある。
【０００８】
　ただし、本発明が解決しようとする課題は前述した課題によって限定されるのではなく
、本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲で多様に拡張することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した本発明の一目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に係る有機発光
構造物は、第１領域及び第２領域を有する正孔輸送層、前記第１領域の正孔輸送層上に配
置される有機発光層、前記第２領域の正孔輸送層上に配置される疎水性パターン、並びに
前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に配置される電子輸送層を含むことができる。
ここで、前記第１領域は画素領域に該当でき、前記第２領域は非画素領域に該当すること
ができる。
【００１０】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターンによって前記有機発光層の形成領域が
限定されることができる。
【００１１】
　例示的な実施形態によれば、前記正孔輸送層下には正孔注入層が配置できる。また、前
記電子輸送層上には電子注入層が配置できる。
【００１２】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターンはフッ素原子が結合した炭素原子を含
む高分子、オリゴマー、デンドリマー、モノマーなどを含むことができる。また、前記疎
水性パターンは有機シラン系物質を含むこともできる。これらは単独、または、互いに組
合わせて使われる。前記疎水性パターンは、―（ＣＦ２－ＣＦ２）ｎ－反復単位を含むフ
ッ素系高分子を含むことができる。前記有機シラン系物質は下記の化学式（１）にて表示
できる。
【００１３】
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【化１】

【００１４】
　前記化学式（１）において、Ｒ１～Ｒ４は各々独立的に水素原子、炭素数１～２０のア
ルキル基、炭素数１～２０のアルコキシ基、ハロゲン、アミノ基、または、ヒドロキシ基
を示し、Ｒ１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは炭素数１～２０のアルキル基または炭素数
１～２０のアルコキシ基であることができる。また、前記炭素数１～２０のアルキル基ま
たは炭素数１～２０のアルコキシ基は少なくとも一つのフッ素原子置換基を有することが
できる。
【００１５】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターンは１０００Å～３μｍの厚さを有する
ことができる。
【００１６】
　例示的な実施形態において、前記正孔輸送層は前記第１領域に配置される第１パターン
と前記第２領域に配置される第２パターンを含むことができる。前記第１パターンは正孔
輸送物質を含むことができ、前記第２パターンは正孔輸送物質及び架橋結合または重合さ
れた感光性物質を含むことができる。前記第２パターンは前記第１パターンより実質的に
小さな電気伝導性を有することができる。例えば、前記感光性物質は、アクリレート系物
質、メタクリレート系物質などを含むことができる。
【００１７】
　例示的な実施形態において、前記電子輸送層は前記有機発光層上に配置される第３パタ
ーンと前記疎水性パターン上に配置される第４パターンを含むことができる。前記第３パ
ターンは電子輸送物質を含むことができ、前記第４パターンは電子輸送物質と、架橋結合
または重合された感光性物質とを含むことができる。前記第４パターンは前記第３パター
ンより実質的に小さな電気伝導性を有することができる。
【００１８】
　上述した本発明の他の目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に係る有機発
光構造物の製造方法において、第１領域及び第２領域を有する正孔輸送層を提供した後、
前記第２領域の正孔輸送層上に配置される疎水性パターンを形成できる。前記第１領域の
正孔輸送層上に有機発光層を形成した後、前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に電
子輸送層を形成できる。
【００１９】
　例示的な実施形態に係る前記疎水性パターンを形成する過程において、ドナー基板上に
疎水性層を形成した後、前記疎水性層を前記正孔輸送層に対向させて前記正孔輸送層の上
に前記ドナー基板を位置させることができる。前記第２領域に選択的にレーザーを照射し
て前記疎水性層を前記正孔輸送層上に伝写させることができる。
【００２０】
　例示的な実施形態に係る前記疎水性パターンを形成する過程において、ドナー基板上に
疎水性層を形成した後、前記疎水性層を前記正孔輸送層に対向させて前記正孔輸送層上に
前記ドナー基板を位置させることができる。前記ドナー基板に熱及び圧力を加えて前記第
２領域の正孔輸送層上に前記疎水性パターンを形成できる。
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【００２１】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターンはインクジェットプリンティング工程
、ノズルプリンティング工程、スタンピング（stamping）工程、オフセットインプリンテ
ィング（offset imprinting）工程または反転オフセットインプリンティング（reverse o
ffset imprinting）工程などを利用して形成できる。この時、前記疎水性パターンは、フ
ッ素系物質または有機シラン系物質、及び、溶媒を含む疎水性組成物を前記第２領域の正
孔輸送層上に導入する溶液性工程を通じて形成できる。一方、前記疎水性パターンは、気
化或いは昇華したフッ素系物質、または、有機シラン系物質を前記第２領域の正孔輸送層
上に導入する非溶液性工程を通じて形成することもできる。
【００２２】
　例示的な実施形態に係る前記正孔輸送層を形成する過程において、感光性組成物を含む
予備正孔輸送層を提供した後、前記第２領域の前記予備正孔輸送層を選択的に露光させ前
記正孔輸送層を形成できる。この場合、前記第２領域の前記予備正孔輸送層は架橋反応ま
たは重合反応によって第２パターンに変化でき、前記第１領域の前記予備正孔輸送層は、
第１パターンに変化することができる。例えば、前記感光性組成物は正孔輸送物質、感光
性単量体、光重合開始剤及び有機溶媒を含むことができる。前記第１パターンは前記正孔
輸送物質を含み、前記第２パターンは前記正孔輸送物質と前記感光性単量体が架橋結合、
または、重合された高分子物質を含むことができる。
【００２３】
　例示的な実施形態によれば、前記第２領域の前記予備正孔輸送層を選択的に露光させた
後、ベイキング工程を追加的に実行できる。
【００２４】
　例示的な実施形態において、前記第２領域の前記予備正孔輸送層を選択的に露光させた
後、現像液を使って前記第１パターン上に残留する感光性単量体、光重合開始剤、有機溶
媒などを除去することができる。
【００２５】
　例示的な実施形態に係る前記電子輸送層を形成する過程において、前記有機発光層及び
前記疎水性パターン上に感光性組成物を含む予備電子輸送層を形成した後、前記疎水性パ
ターン上に形成した前記予備電子輸送層を選択的に露光させることができる。前記感光性
組成物は電子輸送物質、感光性単量体、光重合開始剤、及び有機溶媒を含むことができる
。
【００２６】
　この場合、前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層は、架橋反応または
重合反応によって第４パターンに変化することができる。また、前記有機発光層上に形成
された前記予備電子輸送層は、第３パターンに変化することができる。例えば、前記第３
パターンは前記電子輸送物質を含むことができ、前記第４パターンは前記電子輸送物質と
前記感光性単量体が、架橋結合または重合された高分子物質を含むことができる。
【００２７】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層を
選択的に露光させた以後、ベイキング工程を追加的に実行できる。
【００２８】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層を
選択的に露光させた以後、現像液を使って前記第３パターン上に残留する感光性単量体、
光重合開始剤、有機溶媒などを除去することができる。
【００２９】
　例示的な実施形態において、前記正孔輸送層を提供する前に、正孔注入層を追加的に提
供することができる。また、前記電子輸送層を形成した後、前記電子輸送層上に電子注入
層を追加的に形成することができる。
【００３０】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターンは１０００Å～３μｍの厚さで形成す
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ることができる。
【００３１】
　上述した本発明のまた他の目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に係る有
機発光表示装置は、画素領域と非画素領域を有する第１基板、前記第１基板上部に配置さ
れる第１電極、前記第１基板上部に配置され前記画素領域で前記第１電極を露出させる画
素定義膜、前記画素定義膜及び前記露出した第１電極上に配置される正孔輸送層、前記非
画素領域の前記正孔輸送層上に配置される疎水性パターン、前記画素領域の前記正孔輸送
層上に配置される有機発光層、前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に配置される電
子輸送層、並びに前記電子輸送層上に配置される第２電極を含むことができる。
【００３２】
　例示的な実施形態において、前記第１基板上には前記第１電極に電気的に連結されるス
イッチング素子が配置されることができる。前記画素定義膜及び前記露出した第１電極と
前記正孔輸送層との間には正孔注入層が配置されることができる。また、前記電子輸送層
及び前記第２電極との間には電子注入層が配置されることができる。
【００３３】
　例示的な実施形態において、前記画素定義膜は１０００Å～４０００Åの厚さを有する
ことができる。
【００３４】
　例示的な実施形態において、前記正孔輸送層は、第１パターン及び前記第１パターンよ
り電気伝導性が小さな第２パターンを含むことができる。
【００３５】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極と前記画素定義膜の側壁上に配置し、前記第
２パターンは前記画素定義膜の上面上に配置されることができる。
【００３６】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極と前記画素定義膜の側壁一部上に配置し、前
記第２パターンは前記画素定義膜の上面及び前記第１パターンが形成されていない前記画
素定義膜の側壁一部上に配置できる。
【００３７】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極上に配置し、前記第２パターンは前記画素定
義膜の上面及び前記画素定義膜の側壁上に配置することもできる。
【００３８】
　前記第１パターンは前記露出した第１電極一部上に配置し、前記第２パターンは前記画
素定義膜及び前記第１パターンが形成されていない前記第１電極の一部上に配置できる。
【００３９】
　例示的な実施形態において、前記電子輸送層は、第３パターン及び前記第３パターンよ
り電気伝導性が小さな第４パターンを含むことができる。
【００４０】
　前記第３パターンは前記有機発光層上に配置し、前記第４パターンは前記疎水性パター
ン上に配置できる。
【００４１】
　前記第３パターンは前記有機発光層一部上に配置し、前記第４パターンは前記疎水性パ
ターン及び前記第３パターンが形成されていない前記有機発光層の部分上に配置すること
もできる。
【００４２】
　前述した本発明のまた他の目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に係る有
機発光表示装置の製造方法において、画素領域及び非画素領域を有する第１基板の上部に
第１電極を形成した後、前記第１基板上部に前記第１電極を露出させる画素定義膜を形成
できる。前記画素定義膜及び前記露出した第１電極上に正孔輸送層を形成した後、前記非
画素領域の前記正孔輸送層上に疎水性パターンを形成できる。前記画素領域の前記正孔輸
送層上に有機発光層を形成した後、前記疎水性パターン及び前記有機発光層上に電子輸送
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層を形成できる。前記電子輸送層上に第２電極を形成できる。
【００４３】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターンはフッ素原子が結びついた炭素原子を
含む高分子、オリゴマー、デンドリマー、モノマーなどのようなフッ素系物質または有機
シラン系物質を使って形成できる。
【００４４】
　例示的な実施形態に係る前記疎水性パターンを形成する過程において、ドナー基板上に
疎水性層を形成した後、前記疎水性層を前記正孔輸送層に対向させ前記第１基板上部に前
記ドナー基板を位置させることができる。前記非画素領域に選択的にレーザーを照射して
前記疎水性層を前記正孔輸送層上に転写させることができる。
【００４５】
　例示的な実施形態に係る前記疎水性パターンを形成する過程において、ドナー基板上に
疎水性層を形成した後、前記疎水性層を前記正孔輸送層に対向させて前記正孔輸送層上に
前記ドナー基板を位置させることができる。前記ドナー基板に熱及び圧力を加えて前記正
孔輸送層上に前記疎水性パターンを形成できる。
【００４６】
　例示的な実施形態によれば、前記疎水性パターンは、インクジェットプリンティング工
程、ノズルプリンティング工程、スタンピング（stamping）工程、オフセットインプリン
ティング（offset imprinting）工程または反転オフセットインプリンティング（reverse
 offset imprinting）工程などを通じて形成することができる。この時、前記疎水性パタ
ーンはフッ素系物質または有機シラン系物質、及び、溶媒を含む疎水性組成物を前記非画
素領域の正孔輸送層上に導入する溶液性工程を通じて形成することができる。一方、前記
疎水性パターンは気化或いは昇華したフッ素系物質または有機シラン系物質を、前記非画
素領域の正孔輸送層上に導入する非溶液性工程を通じても形成することができる。
【００４７】
　例示的な実施形態に係る前記正孔輸送層を形成する過程において、前記画素定義膜及び
前記露出した第１電極上に感光性組成物を含む予備正孔輸送層を形成した後、前記画素定
義膜上に形成された前記予備正孔輸送層を選択的に露光させることができる。ここで、前
記画素定義膜の上面上に形成した前記予備正孔輸送層は、架橋反応または重合反応によっ
て第２パターンに変化できる。また、前記画素定義膜の側壁及び前記露出された第１電極
上に形成した前記予備正孔輸送層は第１パターンに変化することができる。
【００４８】
　例示的な実施形態において、前記画素定義膜上面及び前記画素定義膜の側壁一部上に形
成された前記予備正孔輸送層は、架橋反応または重合反応によって第２パターンに変換さ
れ、前記第２パターンが形成されていない前記画素定義膜側壁の部分及び前記露出された
第１電極上に形成した前記予備正孔輸送層は第１パターンに変換されることができる。
【００４９】
　例示的な実施形態において、前記画素定義膜上面及び前記画素定義膜の側壁上に形成さ
れた前記予備正孔輸送層は架橋反応または重合反応によって第２パターンに変換され、前
記露出された第１電極上に形成した前記予備正孔輸送層は第１パターンに変換されること
もできる。
【００５０】
　例示的な実施形態において、前記画素定義膜及び前記露出された第１電極一部上に形成
された前記予備正孔輸送層は、架橋反応または重合反応によって第２パターンに変換され
、前記第２パターンが形成されていない前記露出された第１電極の部分上に形成された前
記予備正孔輸送層は第１パターンに変換されることもできる。
【００５１】
　例示的な実施形態に係る前記電子輸送層を形成する過程において、前記有機発光層及び
前記疎水性パターン上に感光性組成物を含む予備電子輸送層を形成した後、前記非画素領
域に形成された前記予備電子輸送層を選択的に露光させることができる。
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【００５２】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターン上に形成された前記予備電子輸送層は
架橋反応または重合反応によって第４パターンに変化できる。また、前記有機発光層上に
形成された前記予備電子輸送層は第３パターンに変化できる。
【００５３】
　例示的な実施形態において、前記疎水性パターン及び前記有機発光層一部上に形成され
た前記予備電子輸送層は、架橋反応または重合反応によって第４パターンに変換され、前
記第４パターンが形成されていない前記有機発光層の部分上に形成された前記予備電子輸
送層は第３パターンに変換されることもできる。
【００５４】
　例示的な実施形態において、前記正孔輸送層を形成する前に、前記画素定義膜及び前記
露出した第１電極上に正孔注入層を形成できる。また、前記電子輸送層を形成した後に、
前記電子輸送層上に電子注入層を形成できる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置は、非画素領域の正孔輸送層上に疎
水性パターンを含むことができる。前記有機発光表示装置の画素領域の正孔輸送層は相対
的に親水性を有するので、有機発光層が前記画素領域のみに選択的に形成されることがで
きる。これによって、前記非画素領域に発光物質が蒸着されたりまたは広がったりまたは
にじみ出たりする現象などを防止することができ、前記有機発光層が均一に形成され前記
有機発光装置の解像度及びコントラストを改善させることができる。また、前記非画素領
域の正孔輸送層の電気伝導性を減少させることによって前記有機発光装置の発光特性をよ
り向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置を示す
断面図である。
【図２】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置を
示す断面図である。
【図３】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置を
示す断面図である。
【図４】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置を
示す断面図である。
【図５】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置を
示す断面図である。
【図６】本発明のまた他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装
置を示す断面図である。
【図７】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製造
方法を説明するための断面図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製造
方法を説明するための断面図である。
【図９】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製造
方法を説明するための断面図である。
【図１０】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製
造方法を説明するための断面図である。
【図１１】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製
造方法を説明するための断面図である。
【図１２】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製
造方法を説明するための断面図である。
【図１３】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製
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造方法を説明するための断面図である。
【図１４】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置の製
造方法を説明するための断面図である。
【図１５】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図１６】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図１７】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図１８】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図１９】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図２０】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図２１】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図２２】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図２３】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置
の製造方法を説明するための断面図である。
【図２４】本発明のまた他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示
装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図２５】本発明のまた他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示
装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図２６】本発明のまた他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示
装置の製造方法を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　以下、本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物、有機発光構造物の製造方法、
有機発光表示装置、及び有機発光表示装置の製造方法について添付した図面を参照して詳
細に説明するが、本発明が下記実施形態によって制限されるのではなく、該当分野で通常
の知識を有する者であれば本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で本発明を他の多様な
形態で実現することができる。
【００５８】
　本明細書において、特定の構造的または機能的説明は、単に本発明の実施形態を説明す
るための目的で例示されたものであり、本発明の実施形態は多様な形態で実施することが
でき、本明細書に説明された実施形態に限定すると解釈されてはならず、本発明の思想及
び技術範囲に含まれるすべての変更、均等物または代替物を含むと理解するべきである。
ある構成要素が他の構成要素に「連結されて」いる、または「接触されて」いると言及さ
れた場合には、その他の構成要素に直接的に連結されていたり、接触されていることも意
味するが、中間に他の構成要素が存在する場合も含むと理解するべきである。一方、ある
構成要素が他の構成要素に「直接連結されて」いる、または「直接接触されて」いると言
及された場合には、中間に他の構成要素が存在しないと理解すべきである。構成要素の間
の関係を説明する他の表現、例えば、「～間に」と「すぐに～間に」または「～に隣接す
る」と「～に直接隣接する」等も同じように解釈すべきである。
【００５９】
　本明細書で使用した用語は単に特定の実施形態を説明するために使用したもので、本発
明を限定するものではない。単数の表現は文脈上明白に異なるように意味しない限り、複
数の表現を含む。本明細書で、「含む」、「備える」または「有する」等の用語は明細書
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上に記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品または、これを組み合わせたの
が存在するということを示すものであって、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段階
、動作、構成要素、部品または、これを組み合わせたものなどの存在または、付加の可能
性を、予め排除するわけではない。また、別に定義しない限り、技術的或いは科学的用語
を含み、本明細書中において使用される全ての用語は本発明が属する技術分野で通常の知
識を有する者であれば、一般的に理解するのと同一の意味を有する。一般的に使用される
辞書において定義する用語と同じ用語は関連技術の文脈上に有する意味と一致する意味を
有するものと理解するべきで、本明細書において明白に定義しない限り、理想的或いは形
式的な意味として解釈してはならない。
【００６０】
　第１、第２、第３、第４等の用語が多様な構成要素を説明するのに使われるが、このよ
うな構成要素は、前記用語によって限定されるのではない。前記用語は一つの構成要素を
他の構成要素から区別する目的で使われる。例えば、本発明の権利範囲から逸脱せずに第
１構成要素を第２、第３または第４構成要素などと命名することができ、また類似に第２
、第３または第４構成要素も交互的に命名することができる。
【００６１】
　図１は本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置を示す
断面図である。
【００６２】
　図１を参照すれば、例示的な実施形態に係る有機発光表示装置は、第１基板１００、ス
イッチング素子１４０、第１電極１６０、有機発光構造物（organic light emitting str
ucture）２４０、第２電極２５０などを含む。
【００６３】
　第１基板１００はガラス基板、石英基板、透明プラスチック基板などのような透明基板
を含むことができる。例えば、第１基板１００で利用できる透明プラスチック基板は、ポ
リイミド（polyimide）、アクリル（acryl）、ポリエチレンテレフタレート（polyethyle
ne terephthalate）、ポリカーボネート（polycarbonate）、ポリアクリレート（polyacr
ylate）、ポリエーテル（polyether）などからなることができる。他の例示的な実施形態
によれば、第１基板１００に対し平坦化工程を実行することにより、第１基板１００は実
質的に平坦な上面を有することができる。例えば、前記平坦化工程は化学機械的研磨（Ｃ
ＭＰ）工程及び／またはエッチバック（etch－back）工程を含むことができる。
【００６４】
　例示的な実施形態において、第１基板１００上にバッファ層１０５が配置できる。バッ
ファ層１０５は第１基板１００から発生する不純物の拡散を防止することができ、半導体
パターン１１０を形成するための結晶化工程時に熱伝達速度を調節する役割を実行するこ
とができる。例えば、バッファ層１０５は酸化シリコン（ＳｉＯｘ）、窒化シリコン（Ｓ
ｉＮｘ）、酸窒化シリコン（ＳｉＯｘＮｙ）などのようなシリコン化合物を含むことがで
きる。バッファ層１０５は酸化シリコン、窒化シリコン、及び／または、酸窒化シリコン
を含む断層構造、または、多層構造を有することができる。他の例示的な実施形態によれ
ば、第１基板１００上にバッファ層１０５が提供されないこともある。
【００６５】
　スイッチング素子１４０はバッファ層１０５上に配置し、半導体パターン１１０、ゲー
ト電極１２５、ゲート絶縁膜１２０、ソース電極１３３、ドレーン電極１３５等を含むこ
とができる。例示的な実施形態において、スイッチング素子１４０は、ポリシリコンで構
成されたアクティブ領域を具備する薄膜トランジスタを含むことができる。他の例示的な
実施形態によれば、スイッチング素子１４０は、半導体酸化物素子を含むことができる。
この場合、スイッチング素子１４０は、バッファ層１０５上に配置されるゲート電極と、
前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の一側上に配置されるソース電
極と、前記ゲート絶縁膜の他側上に位置するドレーン電極と、前記ソース及びドレーン電
極と、前記ゲート絶縁膜上に配置される半導体酸化物で構成されたアクティブ層（active
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 layer）などを含むことができる。
【００６６】
　また図１を参照すれば、半導体パターン１１０はソース電極１３３と連結されるソース
領域１１２、ドレーン電極１３５と連結されるドレーン領域１１６及びソース領域１１２
とドレーン領域１１６との間に提供されるチャネル領域１１４を含む。例示的な実施形態
において、半導体パターン１１０はポリシリコンを含むことができる。
【００６７】
　ゲート絶縁膜１２０は半導体パターン１１０を覆ってバッファ層１０５上に配置される
。ゲート絶縁膜１２０はゲート電極１２５を半導体パターン１１０から電気的に絶縁させ
ることができる。例示的な実施形態によれば、ゲート絶縁膜１２０は酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏｘ）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）、酸窒化シリコン（ＳｉＯｘＮｙ）などのシリコン化
合物を含むことができる。これらは単独または互いに混合して使われる。他の例示的な実
施形態において、ゲート絶縁膜１２０は金属酸化物を含むことができる。例えば、ゲート
絶縁膜１２０はアルミニウム酸化物（ＡｌＯｘ）、ジルコニウム酸化物（ＺｒＯｘ）、ハ
フニウム酸化物（ＨｆＯｘ）、タンタル酸化物（ＴａＯｘ）等を含むことができる。これ
らは単独または互いに組合わせて使われる。また、ゲート絶縁膜１２０は上述したシリコ
ン化合物、及び／または、金属酸化物を含む断層構造または多層構造を有することができ
る。
【００６８】
　ゲート絶縁膜１２０上にはゲート信号が供給されるゲート電極１２５が位置する。ゲー
ト電極１２５はクロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン
（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、ネオジム（
Ｎｄ）等のような金属、これらの合金などを含むことができる。これらは単独、または、
互いに組合わせて使われる。図示はしていないが、ゲート絶縁膜１２０上にはゲート電極
１２５に接続され、ゲート絶縁膜１２０上で所定の方向に沿って延長するゲートラインが
配置できる。
【００６９】
　ゲート絶縁膜１２０上にはゲート電極１２５を覆う第１層間絶縁膜１３０が配置される
。第１層間絶縁膜１３０は、酸化シリコンまたはアクリル系（acryl based）樹脂、ポリ
イミド系（polyimide based）樹脂、シロキサン系（siloxane based）樹脂などを含む透
明絶縁物質からなることができる。第１層間絶縁膜１３０はゲート電極１２５をソース電
極１３３及びドレーン電極１３５から電気的に絶縁させる機能を実行することができる。
【００７０】
　ソース電極１３３とドレーン電極１３５は、第１層間絶縁膜１３０上に配置されて、第
１層間絶縁膜１３０及びゲート絶縁膜１２０を貫通して半導体パターン１１０のソース領
域１１２及びドレーン領域１１６に各々接触する。ソース電極１３３及びドレーン電極１
３５は、第１層間絶縁膜１３０上にゲート電極１２５を中心に互いに実質的に対称するよ
うに配置される。ソース電極１３３及びドレーン電極１３５は、それぞれクロム、アルミ
ニウム、タンタル、モリブデン、チタン、タングステン、銅、銀、ネオジムなどのような
金属、これらの合金などを含むことができる。
【００７１】
　第１層間絶縁膜１３０上にスイッチング素子１４０を覆う第２層間絶縁膜１５０が配置
される。即ち、第２層間絶縁膜１５０はソース電極１３３及びドレーン電極１３５をカバ
ーしながら第１層間絶縁膜１３０上に位置する。第２層間絶縁膜１５０は、スイッチング
素子１４０を保護し、上部構造物からスイッチング素子１４０を電気的に絶縁させる役割
を実行することができる。第２層間絶縁膜１５０は、それ自体が平坦化特性を有する透明
絶縁性物質を含むことができる。例えば、第２層間絶縁膜１５０はアクリル系樹脂、ポリ
イミド系樹脂、シロキサン系樹脂、ベンゾシクロブテン（benzocyclobutene：ＢＣＢ）等
を含むことができる。
【００７２】
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　第１電極１６０は第２層間絶縁膜１５０上に配置され、第２層間絶縁膜１５０を貫通し
てドレーン電極１３５に接続する。このような第１電極１６０とドレーン電極１３５との
間の電気的な接続のために、第２層間絶縁膜１５０にはドレーン電極１３５を部分的に露
出させる開口（opening）または、ホール（hole）が提供される。例示的な実施形態にお
いて、第１電極１６０は前記開口または、前記ホールを満たしながら第２層間絶縁膜１６
０の一側上に延長することができる。他の例示的な実施形態によれば、第１電極１６０は
前記開口または、前記ホールを部分的に満たしながら第２層間絶縁膜１５０上に延びるこ
とができる。この時、第１電極１６０は前記開口或いは前記ホールの側壁上に均一に形成
される。
【００７３】
　第１電極１６０は全面発光、背面発光などのような前記有機発光表示装置の表示タイプ
により透明電極または反射電極の役割を実行することができる。第１電極１６０が透明電
極として機能する場合には、第１電極１６０はインジウム錫酸化物（indium tin oxide：
ＩＴＯ）、亜鉛錫酸化物（zinc tin oxide：ＺＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（indium z
inc oxide：ＩＺＯ）、亜鉛酸化物（ＺｎＯｘ）、錫酸化物（ＳｎＯ２）等の透明導電性
物質を含むことができる。これに比べて、第１電極１６０が反射電極の役割をする時は、
第１電極１６０は銀（Ａｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、クロ
ム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、パラジウム（
Ｐｄ）等の金属、これらの合金などを含むことができる。他の例示的な実施形態において
、第１電極１６０は上に述べた金属または、合金を含む第１層と上述した透明導電性物質
を含む第２層で構成された多層構造を有することもできる。
【００７４】
　図１に示したように、第２層間絶縁膜１５０及び第１電極１６０上には第１電極１６０
一部を露出させて前記有機発光表示装置の第１領域（Ｉ）を定義する画素定義膜１６５が
配置される。ここで、第１領域（Ｉ）は画素領域（pixel region）に該当することができ
る。例示的な実施形態において、画素定義膜１６５はポリイミド樹脂、アクリル樹脂など
のような感光性物質を含むことができる。他の例示的な実施形態によれば、画素定義膜１
６５は非感光性有機物質または、無機物質を含むこともできる。
【００７５】
　例示的な実施形態によれば、画素定義膜１６５は約１０００～約４０００Åの厚さを有
することができる。
【００７６】
　有機発光構造物２４０は第１電極１６０と画素定義膜１６５上に配置される。例示的な
実施形態において、有機発光構造物２４０は第１電極１６０及び画素定義膜１６５上に次
々と配置される正孔輸送層（hole transport layer：ＨＴＬ）２１０、疎水性パターン２
１５、有機発光層（organic light emitting layer：ＥＭＬ）２２０及び電子輸送層（el
ectron transport layer：ＥＴＬ）２３０を含む。
【００７７】
　正孔輸送層２１０は画素定義膜１６５と画素定義膜１６５により露出した第１電極１６
０上に位置する。正孔輸送層２１０は、例えば、４,４－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－
Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（ＮＰＢ）、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビス（３－
メチルフェニル）－１,１－ビフェニル－４,４－ジアミン（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ－ジ－１－
ナフチル－Ｎ，Ｎ－ジフェニル－１,１－ビフェニル－４,４－ジアミン（ＮＰＤ）、Ｎ－
フェニルカーバゾル、ポリビニルカーバゾル、これらの混合物などを含むことができるが
、このような物質に限定されるわけではではない。
【００７８】
　他の例示的な実施形態において、正孔輸送層２１０、画素定義膜１６５及び露出した第
１電極１６０の間に正孔注入層（hole injection layer：ＨＩＬ）が追加的に配置される
ことができる。前記正孔注入層ＨＩＬは、ＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＰ
Ｂ、２－ＴＮＡＴＡ、これらの混合物などを含むことができる。
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【００７９】
　画素定義膜１６５と正孔輸送層２１０の一部が重なる第２領域（ＩＩ）に位置する正孔
輸送層１６５上には疎水性パターン２１５が配置される。ここで、第２領域（ＩＩ）は前
記有機発光表示装置の非画素領域（non－pixel region）に該当することができる。前記
有機発光表示装置が疎水性パターン２１５を具備することによって、前記有機発光表示装
置の第２領域（ＩＩ）（非画素領域）は疎水性表面処理になる効果を有することができる
。例示的な実施形態によれば、疎水性パターン２１５は約１０００Å～約３μｍの厚さを
有することができる。
【００８０】
　例示的な実施形態において、第２領域（ＩＩ）に位置する疎水性パターン２１５はフッ
素（Ｆ）原子が結合或いはハイブリッドされた少なくとも一つの炭素原子を含む高分子（
polymer）、オリゴマー（oligomer）、デンドリマー（dendrimer）、モノマー（momomer
）等のようなフッ素系物質を含むことができる。これらは単独、または、互いに組合わせ
て使われる。前記炭素原子は１つ（ＣＦ１）、２つ（ＣＦ２）或いは３つ（ＣＦ３）のフ
ッ素原子と結合できる。一実施形態において、疎水性パターン２１５は、－（ＣＦ２－Ｃ
Ｆ２）ｎ－、の反復単位を含むフッ素界高分子物質を含むことができる（ｎは２～１０,
０００の整数である）。
【００８１】
　他の例示的な実施形態において、疎水性パターン２１５はシリコン原子にアルキル基、
アルコキシ基、ハロゲン原子、アミノ基、ヒドロキシ基などのような有機官能基が結合し
た有機シラン系物質を含むことができる。例えば、前記有機シラン系物質は下記の化学式
（２）にて表示できる。
【００８２】
【化２】

【００８３】
　前記の化学式（２）において、Ｒ１～Ｒ４は各々独立的に水素原子、炭素数１～２０の
アルキル基、炭素数１～２０のアルコキシ基、ハロゲン、アミノ基、または、ヒドロキシ
基などで選択できる。例示的な実施形態によれば、Ｒ１～Ｒ４のうち少なくとも一つは炭
素数１～２０のアルキル基または、炭素数１～２０のアルコキシ基である。また、前記炭
素数１～２０のアルキル基または、炭素数１～２０のアルコキシ基は少なくとも一つのフ
ッ素原子に置換されたものでありうる。
【００８４】
　疎水性パターン２１５がフッ素系物質或いは有機シラン系物質を含むことによって正孔
輸送層２１０との間に表面エネルギー差が発生して、これに伴い、有機発光層２２０は画
素領域の第１領域（Ｉ）上に選択的に形成できる。
【００８５】
　このようにして、前記有機発光表示装置の第１領域（Ｉ）（画素領域）に位置する正孔
輸送層２１０上には有機発光層２２０が配置される。第１領域（Ｉ）に位置する有機発光
層２２０は赤色（Ｒ）光、緑色（Ｇ）光、青色（Ｂ）光などのような互いに異なる色の光
を発生させるための発光物質を含むことができる。また、有機発光層２２０は、白色光を
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発光するために赤色光、緑色光、青色光などの相異する色の光を発光する物質を積層して
なる混合物又は組み合わせ物を含んでもよい。他の例示的な実施形態において、有機発光
層２２０は上述した発光物質に比べて実質的に大きなバンドギャップ（band gap）を有す
るホスト物質を追加的に含むことができる。
【００８６】
　本発明の例示的な実施形態によれば、有機発光層２２０は疎水性パターン２１５により
限定される第１領域（Ｉ）（画素領域）にのみ選択的に配置されることができる。従って
、第２領域（ＩＩ）（非画素領域）に発光物質が残留したり、または、第２領域（ＩＩ）
に発光物質が蒸着或いは拡散されたり、または、前記非画素領域に発光物質が広がったり
、または、にじみ出たりする現象を防止し、前記画素領域にのみ正確に有機発光層２２０
が配置され、その結果、前記有機発光表示装置のコントラスト（contrast）を向上させる
ことができる。
【００８７】
　再び図１を参照すれば、疎水性パターン２１５及び有機発光層２２０上には電子輸送層
２３０が配置される。例えば、電子輸送層２３０は、トリス（８－キノリノラト）アルミ
ニウム（Ａｌｑ）、２－（４－ビフェニル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル－１
,３,４－オキサジアゾール（ＰＢＤ）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フ
ェニル－５－（４－ビフェニル）－１,２,４－トリアゾール（ＴＡＺ）、ルブレン（rubr
ene）等を含むことができるが、これに限定されるわけでではない。
【００８８】
　電子輸送層２３０上には第２電極２５０が配置される。第２電極２５０は反射電極或い
は透過電極の役割を実行することができる。第２電極２５０が反射電極として機能する時
は、第２電極２５０はリチウム（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、フッ化リチウム／カルシ
ウム（ＬｉＦ／Ｃａ）、フッ化リチウム／アルミニウム（ＬｉＦ／Ａｌ）、アルミニウム
（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、
モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）等のような金属、これらの合金などを含むことがで
きる。これとは異なって、第２電極２５０が透過電極の役割を実行する場合、第２電極２
５０はインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、亜鉛錫酸化物
（ＺＴＯ）、亜鉛酸化物、錫酸化物などの透明導電物質を含むことができる。また、第２
電極２５０は前記金属、及び／または、これらの合金を含む第１層と前記透明導電物質を
含む第２層を含む多層構造を有することもできる。
【００８９】
　他の例示的な実施形態において、電子輸送層２３０と第２電極２５０との間には電子注
入層（electron injection layer：ＥＩＬ）が追加的に配置できる。ここで、前記電子注
入層はアルカリ金属、アルカリ土金属、これらのフッ化物、これらの酸化物などを含むこ
とができる。これらは単独、または、互いに組合わせて使われる。
【００９０】
　図示はしていないが、第２電極２５０上には保護層と第２基板が順次に配置される。前
記保護層は透明絶縁物質からなることができ、前記第２基板は透明絶縁基板を含むことが
できる。
【００９１】
　図２～図５は本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示
装置を示す断面図である。図２～図５に図示した有機発光表示装置は図１を参照して説明
した有機発光表示装置と実質的に類似の構造を有することができる。
【００９２】
　図２～図５に示したように、前記有機発光表示装置は、第１基板１００上に配置される
スイッチング素子１４０、第１層間絶縁膜１３０、第２層間絶縁膜１５０、第１電極１６
０、画素定義膜１６５、有機発光構造物、第２電極２５０等を含む。第１基板１００、ス
イッチング素子１４０、第１層間絶縁膜１３０、第２層間絶縁膜１５０、第１電極１６０
、画素定義膜１６５、第２電極２５０等の構成要素は、図１を参照して説明した有機発光
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表示装置の構成要素と実質的に同一または実質的に類似しているのでこれらに対する詳細
な説明は省略する。
【００９３】
　図２を参照すれば、前記有機発光構造物は正孔輸送層２１２、疎水性パターン２１５、
有機発光層２２０、及び電子輸送層２３０を含む。疎水性パターン２１５、有機発光層２
２０、電子輸送層２３０等の構成要素は図１を参照して説明した有機発光表示装置の構成
要素と実質的に同一または実質的に類似しているのでこれらに対する詳細な説明は省略す
る。
【００９４】
　正孔輸送層２１２は画素定義膜１６５及び第１電極１６０上に配置される。正孔輸送層
２１２は画素領域の第１領域（Ｉ）に配置される第１パターン２１２ａと非画素領域の第
２領域（ＩＩ）に位置する第２パターン２１２ｂを含む。即ち、正孔輸送層２１２の第１
パターン２２１ａは画素定義膜１６５により露出する第１電極１６０と画素定義膜１６５
の側壁上に配置する。正孔輸送層２１２の第２パターン２１２ｂは第２領域（ＩＩ）に存
在する画素定義膜１６５上面上に位置する。
【００９５】
　第１パターン２１２ａは、ＮＰＢ、ＴＰＤ、α－ＮＰＤ、Ｎ－フェニルカバゾール、ポ
リビニルカバゾールなどのような正孔輸送物質を含むことができる。第２パターン２１２
ｂは前述した正孔輸送物質と共に架橋結合或いは重合された感光性物質を追加的に含むこ
とができ、このような架橋結合または重合された感光性物質によって第２パターン２１２
ｂの電気伝導性が減少することができる。
【００９６】
　図３を参照すれば、正孔輸送層２１２は正孔輸送物質を含む第１パターン２１２ｃ及び
前記正孔輸送物質及び架橋結合或いは重合された感光性物質を含む第２パターン２１２ｄ
を含む。第２パターン２１２ｄは画素定義膜１６５の上面のみならず画素定義膜１６５側
壁の一部上にも配置される。この場合、第１パターン２１２ｃは第１電極１６０及び第２
パターン２１２ｄが形成されていない画素定義膜１６５の側壁一部上に配置される。
【００９７】
　図４を参照すれば、正孔輸送層２１２の第２パターン２１２ｆは画素定義膜１６５の上
面及び側壁上に配置される。この場合、第１パターン２１２ｅは第１電極１６０上に配置
される。
【００９８】
　図５を参照すれば、正孔輸送層２１２の第２パターン２１２ｈは画素定義膜１６５上面
及び側壁上に配置され、第１電極１６０の一部上にも配置される。この場合、第１パター
ン２１２ｇは第２パターン２１２ｈが形成されていない第１電極１６０一部上に配置され
る。
【００９９】
　図２～図５に示したように、電気伝導性が減少した第２パターン２１２ｂ、２１２ｄ、
２１２ｆ、２１２ｈが配置される領域を調節することによって正孔が移動或いは輸送され
る領域を適切に限定することができる。これは上述した疎水性パターン２１５が有機発光
層２２０の形成領域を限定する効果と結合して有機発光表示装置の解像度及びコントラス
トを向上させる効果を有する。
【０１００】
　他の例示的な実施形態において、画素定義膜１６５及び第１電極１６０上に正孔注入層
が配置され、このような正孔注入層上に正孔輸送層２１２が配置される。前記正孔注入層
は、ＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＰＢ、２－ＴＮＡＴＡ、これらの混合物
などを含むことはできるが、これに限定されるわけではない。
【０１０１】
　疎水性パターン２１５及び有機発光層２２０は正孔輸送層２１２上に配置される。疎水
性パターン２１５は前記非画素領域に位置し、有機発光層２２０は前記画素領域に配置さ
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れる。この場合、疎水性パターン２１５により有機発光層２２０は前記画素領域にのみ限
定されて形成できる。
【０１０２】
　有機発光層２２０上には電子輸送層２３０及び第２電極２５０が次々と配置される。他
の例示的な実施形態によれば、電子輸送層２３０と第２電極２５０との間には電子注入層
を追加的に配置できる。例示的な実施形態において、第２電極２５０上には保護層（図示
せず）が配置され、このような保護層上には第２基板（図示せず）が位置する。
【０１０３】
　図６は本発明のまた他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装
置を示す断面図である。図６に図示した有機発光表示装置は、有機発光構造物を除けば図
２～図５を参照して説明した有機発光構造物と実質的に同一または実質的に類似する構成
を有することができる。
【０１０４】
　図６を参照すれば、前記有機発光構造物の電子輸送層２３５は画素領域の第１領域（Ｉ
）に配置される第３パターン２３５ａと非画素領域の第２領域（ＩＩ）に位置する第４パ
ターン２３５ｂを含む。即ち、電子輸送層２３５の第３パターン２３５ａと第４パターン
２３５ｂは、それぞれ有機発光層２２０と疎水性パターン２１５上に配置される。また、
有機発光層２２０と疎水性パターン２１５はそれぞれ正孔輸送層２１２の第１パターン２
１２ａ及び第２パターン２１２ｂ上に位置する。前記有機発光構造物は、電子輸送層２３
５の構成を除けば図２～図５を参照して説明した有機発光層と実質的に同一または実質的
に類似する構成を有することができる。
【０１０５】
　電子輸送層２３５の第３パターン２３５ａは、Ａｌｑ、ＰＢＤ、ＴＡＺ、ルブレンなど
のような電子輸送物質を含むことができる。第４パターン２３５ｂは前記電子輸送物質と
共に架橋結合或いは重合された感光性物質を含むことができる。このような架橋結合或い
は重合された感光性物質によって第４パターン２３５ｂは低い電気伝導性を有することが
できる。
【０１０６】
　図示はしていないが、第４パターン２３５ｂは疎水性パターン２１５のみならず、有機
発光層２２０一部上にも配置される。この場合、第３パターン２３５ａは第４パターン２
３５ｂが形成されていない有機発光層２２０一部上に配置される。即ち、電気伝導性の低
い第４パターン２３５ｂが配置される領域を調節して電子が移動或いは輸送される領域を
適切に限定することができる。
【０１０７】
　図７～図１４は本発明の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装
置の製造方法を説明するための断面図である。
【０１０８】
　図７を参照すれば、第１基板１００上に半導体パターン１１０とゲート絶縁膜１２０が
形成されている。第１基板１００としてガラス基板、透明プラスチック基板などのような
透明基板を使うことができる。
【０１０９】
　例示的な実施形態において、第１基板１００上にバッファ層１０５を形成した後、バッ
ファ層１０５上に半導体パターン１１０を形成できる。バッファ層１０５は窒化シリコン
、酸化シリコン、酸窒化シリコンなどのシリコン化合物を化学気相蒸着（chemical vapor
 deposition：ＣＶＤ）工程、プラズマ促進化学気相蒸着（plasma enhanced chemical va
por deposition：ＰＥＣＶＤ）工程、高密度プラズマ－化学気相蒸着（high density pla
sma-chemical vapor deposition：ＨＤＰ－ＣＶＤ）工程などで第１基板１００上に蒸着
して形成される。バッファ層１０５は窒化シリコン、酸化シリコン及び／または、酸窒化
シリコンを含む断層構造或いは多層構造で形成されることもできる。
【０１１０】
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　例示的な実施形態によれば、バッファ層１０５上に予備半導体パターン（図示せず）を
形成した後、前記予備半導体パターンを結晶化して半導体パターン１１０を得る。。ここ
で、前記予備半導体パターンはアモルファス（amorphous）シリコンを使って形成できる
。また、前記予備半導体パターンは、スパッタリング（sputtering）工程、化学気相蒸着
（ＣＶＤ）工程、低圧化学気相蒸着工程（low pressure chemical vapor deposition：Ｌ
ＰＣＶＤ）工程、真空蒸着工程などを利用して形成できる。他の例示的な実施形態におい
て、前記予備半導体パターンまたは、半導体パターン１１０に含まれることのできる水素
を除去するために、半導体パターン１１０に対して熱処理工程を追加的に実行できる。
【０１１１】
　上述した通り、前記予備半導体パターンに対する結晶化工程を通じてバッファ層１０５
上にポリシリコンを含む半導体パターン１１０が形成される。例示的な実施形態によれば
、前記結晶化工程は、アニーリング（annealing）工程、レーザー工程などを含むことが
できる。例えば、急速熱アニーリング（rapid thermal annealing：ＲＴＡ）工程、固相
液晶化（solid phase crystallization：ＳＰＣ）工程、ＭＩＣ（metal induced crystal
lization）、ＭＩＬＣ（metal induced lateral crystallization）工程、ＳＧＳ（super
 grain silicon）工程、エクシマーレーザ結晶化（excimer laser crystallization：Ｅ
ＬＡ）工程、ＳＬＳ（sequential lateral solidification）工程などを利用して前記予
備半導体パターンから半導体パターン１１０を得ることができる。
【０１１２】
　他の例示的な実施形態において、前記予備半導体パターンの決定化を促進させるために
ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、鉄（Ｆｅ）、錫（Ｓｎ）、白金（Ｐｔ）等のよ
うな金属触媒を使うことができる。
【０１１３】
　例示的な実施形態によれば、前記有機発光表示装置のスイッチング素子のしきい電圧を
調節するために、前記予備半導体パターン及び／または半導体パターン１１０にＮ型不純
物或いはＰ型不純物を注入することができる。
【０１１４】
　バッファ層１０５上に半導体パターン１１０を覆ってゲート絶縁膜１２０を形成する。
例えば、ゲート絶縁膜１２０は酸化シリコン、金属酸化物などを化学気相蒸着（ＣＶＤ）
工程、プラズマ促進化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）工程、原子層積層（ＡＬＤ）工程、スパ
ッタリング工程、真空蒸着工程などでバッファ層１０５上に蒸着して形成される。ゲート
絶縁膜１２０は前記酸化シリコン及び／または、前記金属酸化物を含む断層構造または、
多層構造で形成される。
【０１１５】
　ゲート絶縁膜１２０上にゲート電極１２５を形成する。例示的な実施形態において、ゲ
ート絶縁膜１２０上に第１導電膜（図示せず）を形成した後、写真エッチング工程や追加
的なエッチングマスクを利用する工程を通じて前記第１導電膜をパターニングすることに
よってゲート絶縁膜１２０上にゲート電極１２５を形成できる。前記第１導電膜はクロム
、アルミニウム、タンタル、モリブデン、チタン、タングステン、銅、銀、ネオジムなど
の金属、これらの合金などをスパッタリング工程、化学気相蒸着（ＣＶＤ）工程、原子層
積層（ＡＬＤ）工程、真空蒸着工程、プリンティング（printing）工程などで蒸着して形
成できる。図７に示したように、ゲート電極１２５は引き続き形成される半導体パターン
１１０のチャネル領域１１４上部に位置することができる。
【０１１６】
　ゲート電極１２５をマスクとして使って半導体パターン１１０に不純物を注入すること
によって、半導体パターン１１０にソース領域１１２及びドレーン領域１１６を形成する
。この場合、ソース領域１１２とドレーン領域１１６との間の半導体パターン１１０の部
分はチャネル領域１１４として定義される。チャネル領域１１４は上部に形成されたゲー
ト電極１２５と実質的にオーバーラップすることができる。
【０１１７】
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　ゲート絶縁膜１２０上にゲート電極１２５を覆う第１層間絶縁膜１３０を形成する。第
１層間絶縁膜１３０は酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、透明絶縁物質など
を化学気相蒸着（ＣＶＤ）工程、プラズマ促進化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）工程、高密度
プラズマ－化学気相蒸着（ＨＤＰ－ＣＶＤ）工程、スピンコーティング工程などで蒸着し
て形成される。第１層間絶縁膜１３０は、シリコン化合物または透明絶縁物質を含む断層
構造、或いは、多層構造で形成されることができる。
【０１１８】
　図８を参照すれば、第１層間絶縁膜１３０上に半導体パターン１１０のソース領域１１
２及びドレーン領域１１６と各々接触するソース電極１３３及びドレーン電極１３５を形
成する。例示的な実施形態によれば、第１層間絶縁膜１３０及びゲート絶縁膜１２０を部
分的にエッチングして半導体パターン１１０のソース領域１１２及びドレーン領域１１６
をそれぞれ露出させる開口またはホールを形成する。この後、第１層間絶縁膜１３０、ソ
ース領域１１２及びドレーン領域１１６上に前記開口または前記ホールを埋めるように第
２導電膜（図示せず）を形成する。次に、フォトレジストパターンまたはその他のマスク
パターンを利用して前記第２導電膜をパターニングすることによって、ソース領域１１２
及びドレーン領域１１６にそれぞれ電気的に接続されるソース電極１３３及びドレーン電
極１３５を形成する。前記第２導電膜はクロム、アルミニウム、タンタル、モリブデン、
チタン、タングステン、銅、銀、ネオジムなどのような金属、これらの合金などをスパッ
タリング工程、化学気相蒸着（ＣＶＤ）工程、原子層積層（ＡＬＤ）工程、真空蒸着工程
、プリンティング工程などで蒸着して形成できる。
【０１１９】
　ソース電極１３３及びドレーン電極１３５の形成により、第１基板１００上には半導体
パターン１１０、ゲート絶縁膜１２０、ゲート電極１２５、ソース電極１３３及びドレー
ン電極１３５等を含むスイッチング素子１４０が形成される。例示的な実施形態において
、スイッチング素子１４０は半導体パターン１１０を含む薄膜トランジスタに該当する。
他の例示的な実施形態によれば、スイッチング素子１４０として酸化物半導体素子が使わ
れる。
【０１２０】
　図９を参照すれば、第１層間絶縁膜１３０上にスイッチング素子１４０を覆って第２層
間絶縁膜１５０が形成される。第２層間絶縁膜１５０はアクリル系樹脂、ポリイミド系樹
脂、シロキサン系樹脂、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）等の透明絶縁物質を使って形成さ
れることができる。また、第２層間絶縁膜１５０はスピンコーティング（spin coating）
工程、スリットコーティング（slit coating）工程などを適用して第１層間絶縁膜１３０
上に形成されることができる。例示的な実施形態によれば、第２層間絶縁膜１５０はそれ
自体で平坦性（self－planarizing property）を有する物質を使って形成されることがで
きる。他の例示的な実施形態において、第２層間絶縁膜１５０に対して平坦化工程を遂行
し、第２層間絶縁膜１５０が平坦な上面を有することができる。
【０１２１】
　第２層間絶縁膜１５０上にドレーン電極１３５に接触する第１電極１６０を形成する。
例示的な実施形態によれば、第２層間絶縁膜１５０を部分的にエッチングしてドレーン電
極１３５の一部を露出させるコンタクトホール（図示せず）を形成する。第２層間絶縁膜
１５０及び前記コンタクトホールを通じて露出するドレーン電極１３５上に第３導電膜（
図示せず）を形成した後、前記第３導電膜をパターニングして第１電極１６０を形成する
。ここで、前記第３導電膜はクロム、アルミニウム、タンタル、モリブデン、チタン、タ
ングステン、銅、銀、ネオジムなどの金属、合金などを使って形成することができる。ま
た、前記第３導電膜はスパッタリング工程、化学気相蒸着工程、原子層積層工程、真空蒸
着工程、プリンティング工程等を通じて取得できる。他の例示的な実施形態において、前
記第３導電膜はインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、亜鉛錫酸化物（ＺＴＯ）、インジウム亜
鉛酸化物（ＩＺＯ）、亜鉛酸化物、錫酸化物などのような透明導電性物質を使って形成さ
れることができる。また他の例示的な実施形態によれば、前記第３導電膜は第２層間絶縁
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膜１５０上に上述した金属、これらの合金などを含む第１層を形成した後、前記第１層上
に前述した透明導電性物質を含む第２層を形成して得られる。
【０１２２】
　図１０を参照すれば、第２層間絶縁膜１５０及び第１電極１６０上に画素定義膜１６５
と正孔輸送層２１０を形成する。例示的な実施形態において、アクリル系樹脂、ポリイミ
ド、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）等のような感光性物質層（図示せず）を第２層間絶縁
膜１５０と第１電極１６０上に形成する。露光マスクを利用して前記感光性物質層を選択
的に露光させた後に、露光された感光性物質層を現像し、第２層間絶縁膜１５０上に第１
電極１６０の一部を露出させる画素定義膜１６５を形成できる。他の例示的な実施形態に
よれば、非感光性有機物質層或いは無機物質層を第２層間絶縁膜１５０と第１電極１６０
上に形成した後、前記非感光性有機物質層或いは前記無機物質層を部分的にエッチングし
て画素定義膜１６５を形成できる。
【０１２３】
　画素定義膜１６５の形成により前記有機発光表示装置の画素領域の第１領域（Ｉ）と非
画素領域の第２領域（ＩＩ）が定義される。
【０１２４】
　この場合、画素定義膜１６５により露出する第１電極１６０は前記画素領域に位置し、
前記非画素領域には第１電極１６０の一部と画素定義膜１６５が位置する。
【０１２５】
　例示的な実施形態において、画素定義膜１６５は約１０００～約４０００Åの厚さを有
するように形成できる。画素定義膜１６５の厚さが１０００Å未満の場合、画素領域の第
１領域（Ｉ）と非画素領域の第２領域（ＩＩ）が明確に区分できなくて有機発光表示装置
の解像度が低下することができる。画素定義膜１６５の厚さが４０００Åを超過する場合
、画素定義膜１６５及び第１電極１６０上に正孔輸送層２１０または、正孔注入層を連続
的な形状で均一なプロファイルを有するように蒸着するのが容易でないこともある。
【０１２６】
　画素定義膜１６５と露出した第１電極１６０上に正孔輸送層２１０を提供する。即ち、
正孔輸送層２１０は前記画素領域及び前記非画素領域に全部形成される。例えば、正孔輸
送層２１０はＮＰＢ、ＴＰＤ、α－ＮＰＤ、Ｎ－フェニルカバゾール、ポリビニルカバゾ
ールなどのような正孔輸送物質を真空蒸着工程、熱蒸着工程、スリットコーティング工程
、スピンコーティング工程、全面プリンティング工程などで蒸着して形成される。
【０１２７】
　他の例示的な実施形態において、正孔輸送層２１０を形成する前に画素定義膜１６５及
び露出した第１電極１６０上に先に正孔注入層を提供した後、前記正孔注入層上に正孔輸
送層２１０を形成できる。ここで、前記正孔注入層は、ＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ｍ
－ＭＴＤＡＰＢ、２－ＴＮＡＴＡなどのような物質を使って形成し、真空蒸着工程、熱蒸
着工程、スリットコーティング工程、スピンコーティング工程、全面プリンティング工程
などを適用して得ることができる。
【０１２８】
　図１１を参照すれば、前記非画素領域の第２領域（ＩＩ）に位置する正孔輸送層２１０
上に疎水性パターン２１５を形成する。例示的な実施形態によれば、疎水性パターン２１
５はフッ素原子が結合或いはハイブリッドされた炭素原子を含む高分子、オリゴマー、デ
ンドリマー、モノマー物質などのようなフッ素系物質を使って形成されることができる。
これらは単独、または、互いに組合わせて使われる。
【０１２９】
　例示的な実施形態によれば、前記炭素原子は１つ（ＣＦ１）、２つ（ＣＦ２）或いは３
つ（ＣＦ３）のフッ素原子と結合することができる。一実施形態において、疎水性パター
ン２１５は、－（ＣＦ２－ＣＦ２）ｎ－、の反復単位を含むフッ素系高分子物質を使って
形成される（ｎは２～１０,０００の整数である）。
【０１３０】
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　他の例示的な実施形態によれば、疎水性パターン２１５はシリコン原子にアルキル基、
アルコキシ基、ハロゲン、アミノ基、ヒドロキシ基などのような有機官能基が結合した有
機シラン系物質を使って形成されることができる。例えば、前記有機シラン系物質は下記
の化学式（３）にて表示されることができる。
【０１３１】
【化３】

【０１３２】
　前記の化学式（３）において、Ｒ１～Ｒ４は、各々独立的に水素原子、炭素数１～２０
のアルキル基、炭素数１～２０のアルコキシ基、ハロゲン原子、アミノ基または、ヒドロ
キシ基などから選択できる。例示的な実施形態によれば、Ｒ１～Ｒ４のうち少なくとも一
つは、炭素数１～２０のアルキル基または、炭素数１～２０のアルコキシ基である。また
、前記炭素数１～２０のアルキル基または、炭素数１～２０のアルコキシ基は少なくとも
一つのフッ素原子に置換されたものであることができる。
【０１３３】
　疎水性パターン２１５が前記フッ素系物質或いは有機シラン系物質を含むことによって
正孔輸送層２１０との間の表面エネルギーの差が発生し、これによって、有機発光層２２
０は画素領域の第１領域（Ｉ）上に選択的に形成されることができる。
【０１３４】
　例示的な実施形態において、疎水性パターン２１５はレーザー熱転写（laser induced 
thermal imaging：ＬＩＴＩ）工程などを利用して得られることができる。
【０１３５】
　図１２は本発明の例示的な実施形態により正孔輸送層２１０上に疎水性パターン２１５
を形成する過程を説明するための断面図である。
【０１３６】
　図１２を参照すれば、まず、ドナー（donor）基板１０上にフッ素系の高分子、オリゴ
マー、デンドリマー、モノマー物質などの前記フッ素系物質または、前記有機シラン系物
質を使って疎水性層２１４を形成する。
【０１３７】
　疎水性層２１４と正孔輸送層２１０を実質的に対向させながらドナー基板１０を第１基
板１００上部に位置または接着させた後、マスク１５を使って前記非画素領域の第２領域
（ＩＩ）に位置する疎水性層２１４に選択的にレーザーを照射（矢印参照）する。このよ
うなレーザー照射によって疎水性層２１４が前記非画素領域（第２領域（ＩＩ））に位置
する正孔輸送層２１０上にだけ選択的に転写されることによって、図１１に示したように
前記非画素領域にのみ疎水性パターン２１５を形成できる。
【０１３８】
　他の例示的な実施形態によれば、ドナー基板１０と疎水性層２１４の間に光－熱変換層
が追加的に形成することができる。このような光－熱変換層はレーザーのような光を吸収
してこれを熱に変換させる機能を持つことができる。前記光－熱変換層はアルミニウム、
銀、これらの酸化物、これらの硫化物などを使って形成されることができる。これとは異
なって、前記光－熱変換層はカーボンブラック、黒鉛、光の波長による染料を含む高分子
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などを使って形成されることもできる。
【０１３９】
　また他の例示的な実施形態によれば、前述したレーザー照射工程を実行しないで疎水性
パターン２１５を得ることができる。例えば、ドナー基板１０上に形成された疎水性層２
１４を正孔輸送層２１０に接着（laminating）させた後、熱と圧力を加えることによって
正孔輸送層２１０上に疎水性パターン２１５を形成できる。正孔輸送層２１０は、前記非
画素領域と前記画素領域との間に段差を有するので、このような正孔輸送層２１０の段差
によって前記非画素領域の第２領域（ＩＩ）の正孔輸送層２１０上にのみ選択的に疎水性
パターン２１５を形成できる。
【０１４０】
　また他の例示的な実施形態において、疎水性パターン２１５はインクジェットプリンテ
ィング（inkjet printing）工程、ノズルプリンティング（nozzle printing）工程などの
ようなプリンティング工程を通じて前記非画素領域の正孔輸送層２１０上に形成されるこ
とができる。前記インクジェットプリンティング工程、或いは、ノズルプリンティング工
程は溶液性工程で実行されることができる。即ち、前記フッ素系物質、及び／または、有
機シラン系物質を溶媒に混合し疎水性組成物を製造する。前記疎水性組成物をインクジェ
ットプリンティング装置、或いは、ノズルプリンティング装置のノズルを通じて前記非画
素領域の正孔輸送層２１０上にプリンティングすることによって疎水性層を形成した後、
乾燥工程等を通じて疎水性パターン２１５を形成できる。
【０１４１】
　これとは異なって、前記インクジェットプリンティング工程、或いは、ノズルプリンテ
ィング工程は非溶液性工程で実行されることもできる。例えば、前記疎水性組成物をイン
クジェットプリンティング装置或いはノズルプリンティング装置のノズル内に注入した後
、１次加熱を通じて前記ノズル内温度を上昇させて前記疎水性組成物の溶媒を蒸発させる
。溶媒が除去された前記疎水性組成物を２次加熱を通じて気化或いは昇華させ、気化或い
は昇華した前記疎水性組成物を前記ノズルを通じて前記非画素領域の正孔輸送層２１０上
に選択的にプリンティングすることによって疎水性パターン２１５を形成できる。この時
、正孔輸送層２１０上には溶媒が除去された前記疎水性組成物がプリンティングできるの
で、別途の乾燥工程を実行しない場合がある。前記１次及び２次加熱時ノズル内の温度は
前記溶媒及びフッ素系物質、及び／または、有機シラン系物質の種類によって沸点及び昇
華点を考慮して適切に調節することができる。
【０１４２】
　また他の例示的な実施形態において、前記疎水性パターン２１５はスタンピング（stam
ping）工程またはオフセット（offset）或いは反転オフセット（reverse offset）方式な
どのインプリンティング（imprinting）工程等を通じて前記非画素領域の正孔輸送層２１
０上に選択的に形成されることもできる。
【０１４３】
　例示的な実施形態によれば、疎水性パターン２１５は約１０００Å～約３μｍの厚さで
形成されることができる。疎水性パターン２１５の厚さが１０００Å未満の場合、有機発
光層２２０を画素領域の第１領域（Ｉ）にのみ選択的に形成することが容易でないことも
ある。疎水性パターン２１５の厚さが３μｍを超過する場合は非経済的であり、有機発光
表示装置の小型化に不利である。
【０１４４】
　図１３を参照すれば、前記画素領域の第１領域（Ｉ）に位置する正孔輸送層２１０上に
有機発光層２２０が形成される。有機発光層２２０は赤色光、緑色光、青色光などのよう
に互いに異なる色の光を発生させるための有機発光物質を使って形成されることができる
。他の例示的な実施形態において、有機発光層２２０は前記有機発光物質を混合して白色
光を発光させる構造で形成される。また、有機発光層２２０は前記発光有機物質をドーパ
ント（dopant）として使い、さらに、ホスト（host）物質を追加的に含ませて形成される
こともできる。ここで、有機発光層２２０で光を発生させるメカニズムが蛍光方式或いは
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燐光方式であるかによって適切なドーパント及びホスト物質を選択することができる。
【０１４５】
　例示的な実施形態によれば、有機発光層２２０はスピンコーティング工程、ロールプリ
ンティング工程、ノズルプリンティング工程、インクジェットプリンティング工程、ドナ
ー基板を活用した転写工程などを利用して形成することができる。この場合、前記非画素
領域の第２領域（ＩＩ）に位置する疎水性パターン２１５が有機発光層２２０の形成領域
を前記画素領域の第１領域（Ｉ）に限定し、有機発光層２２０が相対的に親水性を有する
前記画素領域の正孔輸送層２１０上にのみ選択的に形成できる。ここで、有機発光層２２
０の底面は正孔輸送層２１０の上面に接触することができ、有機発光層２２０の側面は正
孔輸送層２１０及び疎水性パターン２１５の側面に接触することができる。
【０１４６】
　図１４を参照すれば、疎水性パターン２１５及び有機発光層２２０上に電子輸送層２３
０を形成した後、電子輸送層２３０上に第２電極２５０が形成される。電子輸送層２３０
と第２電極２５０は、それぞれ有機発光層２２０と疎水性パターン２１５のプロファイル
に沿って均一に形成されることができる。例えば、電子輸送層２３０は、Ａｌｑ、ＰＢＤ
、ＴＡＺ、ルブレンなどの電子輸送物質を真空蒸着工程、熱蒸着工程、スリットコーティ
ング工程、スピンコーティング工程などで積層して形成される。
【０１４７】
　また、第２電極２５０はリチウム（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、フッ化リチウム／カ
ルシウム（ＬｉＦ／Ｃａ）、フッ化リチウム／アルミニウム（ＬｉＦ／Ａｌ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ
）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）等の金属、これらの合金などを使うスパッタリ
ング工程、化学気相蒸着工程、原子層積層工程、真空蒸着工程、プリンティング工程等を
通じて形成される。一方、第２電極２５０の構造により、第２電極２５０は前記金属、及
び／または、これらの合金で構成された第１層、及び／または、透明導電物質からなる第
２層を含む多層構造で形成される。
【０１４８】
　他の例示的な実施形態において、第２電極２５０を形成する前に、電子輸送層２３０上
に電子注入層を追加的に形成することができる。例えば、前記電子注入層はリチウム（Ｌ
ｉ）、ナトリウム（Na）、セシウム（Ｃｓ）、バリウム（Ｂａ）等のようなアルカリ金属
、アルカリ土金属、これらのフッ化物、これらの塩化物、これらの酸化物などを使って、
真空蒸着工程、熱蒸着工程、スリットコーティング工程、スピンコーティング工程等を通
して形成されることができる。
【０１４９】
　図示はしていないが、第２電極２５０上に保護層を形成した後、このような保護層上に
第１基板１００に実質的に対向する第２基板を形成する。前記保護層は透明物質を使って
形成され、前記第２基板は第１基板１００と実質的に同一または実質的に類似の基板を使
って形成されることができる。
【０１５０】
　図１５～図２３は本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光
表示装置の製造方法を説明するための断面図である。
【０１５１】
　図１５を参照すれば、図４～図９を参照して説明した工程と実質的に同一または実質的
に類似の工程を実行し、第１基板１００上に第１層間絶縁膜１３０、スイッチング素子１
４０、及び第２層間絶縁膜１５０を形成した後、第２層間絶縁膜１５０上にスイッチング
素子１４０のドレーン電極１３５に電気的に連結される第１電極１６０を形成する。
【０１５２】
　図１６を参照すれば、第２層間絶縁膜１５０及び第１電極１６０上に第１電極１６０の
一部を露出させる画素定義膜１６５を形成する。例示的な実施形態によれば、画素定義膜
１６５はアクリル系樹脂、ポリイミド、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）等のような感光性
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物質層を第２層間絶縁膜１５０と第１電極１６０上に形成した後、前記感光性物質層を選
択的に露光及び現像して形成されることができる。これとは異なって、画素定義膜１６５
は非感光有機物質層或いは無機物質層を形成した後、前記非感光有機物質層または前記無
機物質層をエッチングして形成されることもできる。
【０１５３】
　画素定義膜１６５が形成されることによって、露出した第１電極１６０が位置する画素
領域の第１領域（Ｉ）が定義され、画素定義膜１６５によりカバーされる非画素領域の第
２領域（ＩＩ）も定義される。
【０１５４】
　図１７を参照すれば、画素定義膜１６５及び露出した第１電極１６０上に予備正孔輸送
層２１１を形成できる。例示的な実施形態によれば、予備正孔輸送層２１１は正孔輸送物
質、感光性単量体、光重合開始剤、有機溶媒などを含む感光性組成物を使って形成される
ことができる。また、予備正孔輸送層２１１は真空蒸着工程、熱蒸着工程、スリットコー
ティング工程、スピンコーティング工程、プリンティング工程などを利用して画素定義膜
１６５及び露出された第１電極１６０上に形成されることができる。例えば、前記正孔輸
送物質はＴＰＤ、α－ＮＰＤ、Ｎ－フェニルカバゾール、ポリビニルカバゾールなどを含
むことができる。これらは単独或いは２つ以上を組み合わせて使うことができる。前記感
光性単量体は露光によって架橋反応を起こす物質を含むことができる。前記感光性単量体
はアクリレート系物質、メタクリレート系物質などを含むことができる。例えば、前記感
光性単量体は、１,４－ブタンジオールアクリレート、１,３－ブチレングリコールジアク
リレート、１,６－ヘキサンジオールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレ
ート、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ポ
リエチレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、プロピ
レングリコールジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、ソルビトール
トリアクリレート、ビスフェノールＡジアクリレート誘導体、ペンタエリスリトールトリ
アクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールジアク
リレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ
アクリレート、トリメチルプロパンエトキシトリアクルリレート、または、これらのメタ
アクリレート類などを含むことができる。これらは単独或いは２つ以上を混合して使うこ
とができる。
【０１５５】
　前記光重合開始剤はアセトフェノン系化合物、ベンゾフェノン系化合物、チオキサント
ン系化合物、ベンゾイン系化合物、トリアジン系化合物などを含むことができる。これら
は単独または２つ以上を混合して使うことができる。前記アセトフェノン系化合物の例と
しては、２,２'－ジエトキシアセトフェノン、２,２'－ジブトキシアセトフェノン、ｐ－
t－ブチルトリクロロアセトフェノン、４－クロロアセトフェノンなどを挙げることがで
きる。前記ベンゾフェノン系化合物の例としては、４,４'－ジメチルベンゾフェノン、４
,４'－ジクロロベンゾフェノン、３,３'－ジメチル－２－メトキシベンゾフェノン、ヒド
ロキシベンゾフェノン、アクリル化ベンゾフェノン、４－フェニルベンゾフェノンなどを
挙げることができる。前記チオキサントン系化合物の例としては、チオキサントン、２－
メチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２,４－ジエチルチオキサントン
、２,４－ジイソプロピルチオキサントン、２－クロロチオキサントンなどを挙げること
ができる。前記ベンゾイン系化合物の例としては、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテ
ル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチ
ールエーテルなどを挙げることができる。前記トリアジン系化合物の例としては、２,４,
６－トリクロロ－ｓ－トリアジン、２－フェニル－４,６－ビス（トリクロロメチル）－
ｓ－トリアジン、２－（３',４'－ジメトキシスチリル）－４,６－ビス（トリクロロメチ
ル）－ｓ－トリアジン、２－（４'－メトキシナフチル）－４,６－ビス（トリクロロメチ
ル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシフェニル）－４,６－ビス（トリクロロメチ
ル）－ｓ－トリアジンなどを挙げることができる。前記有機溶媒は前記正孔輸送物質、感
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光性単量体及び光重合開始剤を溶解させることができる適切な溶媒を含むことができ、種
類において特別に制限されるのではない。他の例示的な実施形態において、前記感光性組
成物は塗布性向上のために界面活性剤をさらに含むことができる。
【０１５６】
　図１８を参照すれば、予備正孔輸送層２１１に対して選択的露光工程を実行し、前記画
素領域の第１領域（Ｉ）に形成された予備正孔輸送層２１１を第１パターン２１２ａに変
化させ、前記非画素領域の第２領域（ＩＩ）に形成された予備正孔輸送層２１１を第２パ
ターン２１２ｂに変化させる。これに伴い、第１パターン２１２ａ及び第２パターン２１
２ｂを含む正孔輸送層２１２を形成することができる。
【０１５７】
　例示的な実施形態によれば、予備正孔輸送層２１１上部に透過部（１２）及び遮光部（
１４）を含むマスク１５を位置させる。マスク１５の透過部（１２）は前記非画素領域の
予備正孔輸送層２１１に実質的に重なることができ、マスク１５の遮光部（１４）は前記
画素領域の予備正孔輸送層２１１に実質的に重なることができる。続いて、レーザー、紫
外線などの光を利用してマスク１５を通じて前記非画素領域の予備正孔輸送層２１１を選
択的に露光させる。この時、前記光がマスク１５により前記非画素領域（第２領域（ＩＩ
））の予備正孔輸送層２１１上にのみ照射され、前記非画素領域の予備正孔輸送層２１１
で架橋反応或いは重合反応が起きる。従って、前記非画素領域の予備正孔輸送層２１１に
含まれた前記感光性単量体が前記光重合開始剤によって架橋反応或いは重合反応を誘導し
て感光性高分子を形成することになり、前記非画素領域に位置する正孔輸送層２１２は第
２パターン２１２ｂに変化する。
【０１５８】
　前記画素領域の第１領域（Ｉ）に形成された予備正孔輸送層２１２では架橋反応或いは
重合反応が起きないので感光性高分子が形成されない。この時、前記画素領域に形成され
た予備正孔輸送層２１１に残留する感光性単量体、光重合開始剤、有機溶媒などは蒸発し
て除去することによって、前記画素領域に第１パターン２１２ａを形成できる。他の例示
的な実施形態によれば、第２パターン２１２ｂに含まれた感光性高分子を硬化させ、第１
パターン２１２ａに残留する感光性単量体、光重合開始剤、有機溶媒などを除去するため
にベイキング（baking）工程を追加的に実行できる。また他の例示的な実施形態において
、別途の現像液を使って前記画素領域（第１領域（Ｉ））上に形成された予備正孔輸送層
２１１上に残留する感光性単量体、光重合開始剤、有機溶媒などを除去することができる
。
【０１５９】
　一方、マスク１５に含まれる遮光部１４の幅を調節することによって第２パターン２１
２ｂが形成される領域を適切に調節することもできる。
【０１６０】
　図１９を参照すれば、第２パターン２１２ｄは画素定義膜１６５上面のみならず画素定
義膜１６５側壁の一部上にも形成されることができる。この場合、第１パターン２１２ｃ
は第１電極１６０及び第２パターン２１２ｄが形成されていない画素定義膜１６５側壁一
部上に形成されることができる。
【０１６１】
　図２０を参照すれば、第２パターン２１２ｆは画素定義膜１６５上面及び側壁上に形成
されることができる。この時、第１パターン２１２ｅは第１電極１６０上に形成されるこ
とができる。
【０１６２】
　図２１を参照すれば、第２パターン２１２ｈは画素定義膜１６５上面及び側壁上に形成
され、第１電極１６０の一部上にも形成されることができる。ここで、第１パターン２１
２ｇは第２パターン２１２ｈが形成されていない第１電極１６０一部上に形成されること
ができる。
【０１６３】
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　例示的な実施形態によれば、上述した選択的露光工程によって正孔輸送層２１２は前記
画素領域に位置する第１パターン２１２ａ及び前記非画素領域に位置する第２パターン２
１２ｂを含む。第１パターン２１２ａは感光性単量体、光重合開始剤、有機溶媒などが除
去され正孔輸送物質のみが残留するので電気伝導性を有することができる。第２パターン
２１２ｂは前記正孔輸送物質と共に感光性単量体が架橋結合或いは重合されて形成された
感光性高分子を含むことができる。従って、第２パターン２１２ｂは第１パターン２１２
ａに比べて実質的に低い電気伝導性を有することができる。即ち、前記画素領域の正孔輸
送層２１２のみで選択的に電気伝導性を付与することによって、前記画素領域から電荷が
側面に広がることを防止できる。また、図１９～図２１に示したように、第２パターン２
１２ｄ、２１２ｆ、２１２ｈが形成される領域を調節し、正孔が移動或いは輸送される領
域を適切に限定することができる。その結果前記有機発光表示装置の発光特性、色純度、
輝度分布などの多様な特性を向上させることができる。
【０１６４】
　他の例示的な実施形態において、正孔輸送層２１２を形成する前に、画素定義膜１６５
及び露出した第１電極１６０上に正孔注入層を形成した後、前記正孔注入層上に正孔輸送
層２１２を形成することもできる。前記正孔注入層はＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ｍ－
ＭＴＤＡＰＢ、２－ＴＮＡＴＡなどの物質を使って形成することができる。また、前記正
孔注入層は真空蒸着工程、熱蒸着工程、スピンコーティング工程、スリットコーティング
工程、プリンティング工程などを利用して形成される。
【０１６５】
　以下では、図１８に示したように、第２パターン２１２ｂが画素定義膜１６５上面上に
限定されて形成される場合を例示的に説明する。
【０１６６】
　図２２を参照すれば、前記非画素領域に形成された正孔輸送層２１２の第２パターン２
１２ｂ上に疎水性パターン２１５が形成される。疎水性パターン２１５は図１１及び図１
２を参照して説明した工程と実質的に同一または類似の工程を実行することによって得ら
れる。この場合、第２パターン２１２ｂが電気伝導性の低い高分子物質を含むので、疎水
性パターン２１５がより容易に前記非画素領域にだけ選択的に形成されることができる。
【０１６７】
　図２３を参照すれば、図１３及び図１４を参照して説明した工程と実質的に同一または
類似の工程を実行し、前記画素領域の正孔輸送層２１２上に有機発光層２２０を形成した
後、疎水性パターン２１５と有機発光層２２０上に電子輸送層２３０と第２電極２５０が
順次に形成されるのが示される。ここで、前記非画素領域には疎水性パターン２１５が形
成されているので、有機発光層２２０は相対的に親水性を有する前記画素領域にのみ選択
的に形成されることができる。
【０１６８】
　他の例示的な実施形態によれば、電子輸送層２３０と第２電極２５０との間に電子注入
層を追加的に形成することができる。このような電子注入層はリチウム（Ｌｉ）、ナトリ
ウム（Ｎａ）、セシウム（Ｃｓ）、バリウム（Ｂａ）などのようなアルカリ金属或いはア
ルカリ土金属、これらのフッ化物、これらの塩化物、これらの酸化物などを使って形成さ
れることができる。また、前記電子注入層は真空蒸着工程、熱蒸着工程、スリットコーテ
ィング工程、スピンコーティング工程などを利用して形成されることができる。
【０１６９】
　図２４～図２６は本発明のまた他の例示的な実施形態に係る有機発光構造物を含む有機
発光表示装置の製造方法を説明するための断面図である。
【０１７０】
　図２４に示すように、図１５～図２２を参照して説明した工程と実質的に同一または実
質的に類似の工程等を遂行し、第１基板１００上にスイッチング素子１４０を提供した後
、第１基板１００上部に第２層間絶縁膜１５０、第１電極１６０、画素定義膜１６５、第
１パターン２１２ａ及び第２パターン２１２ｂを含む正孔輸送層２１２、疎水性パターン
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２１５等を形成する。疎水性パターン２１５は前記有機発光表示装置の非画素領域に形成
され、前記有機発光表示装置の画素領域に位置する正孔輸送層２１２上には有機発光層２
２０が形成される。ここで、有機発光層２２０は疎水性パターン２１５により形成領域が
限定できる。
【０１７１】
　一方、図示されることはなかったが、前記第１パターン及び第２パターンが形成される
領域は図１９～図２１に示したように調節できる。下記では第２パターン２１２ａが画素
定義膜１６５の上面に限定し形成される場合を例示的に説明する。
【０１７２】
　図２５を参照すれば、疎水性パターン２１５と有機発光層２２０上に予備電子輸送層２
３３を形成する。予備電子輸送層２３３は電子輸送物質、感光性単量体、光重合開始剤、
有機溶媒などを含む感光性組成物を使って形成されることができる。また、予備電子輸送
層２３３は真空蒸着工程、熱蒸着工程、スリットコーティング工程、スピンコーティング
工程、プリンティング工程などを利用して得られる。
【０１７３】
　例示的な実施形態において、前記電子輸送物質はＡｌｑ、ＰＢＤ、ＴＡＺ、ルブレンな
どと同じ物質を含むことができる。予備電子輸送層２３３に含まれる感光性単量体及び光
重合開始剤は図１７を参照して説明した予備正孔輸送層２１１を形成するための物質と実
質的に同一または実質的に類似とすることができる。
【０１７４】
　図２６を参照すれば、図１８を参照して説明した工程と実質的に同一または実質的に類
似の工程を予備電子輸送層２３３に対して遂行し、前記画素領域に位置する予備電子輸送
層２３３を第３パターン２３５ａで変化させ、前記非画素領域に位置する予備電子輸送層
２３３を第４パターン２３５ｂで変化させる。これに伴い、有機発光層２２０と疎水性パ
ターン２１５上に第３パターン２３５ａ及び第４パターン２３５ｂを含む電子輸送層２３
５が形成することができる。
【０１７５】
　一方、図示されることはなかったが、第４パターン２３５ｂは疎水性パターン２１５の
みならず有機発光層２２０一部上にも形成されることができる。この場合、第３パターン
２３５ａは第４パターン２３５ｂが形成されていない有機発光層２２０部分上に形成され
ることができる。
【０１７６】
　例示的な実施形態において、電子輸送層２３５の第３パターン２３５ａから感光性単量
体、光重合開始剤、有機溶媒などが除去されて電子輸送物質だけが残留することがあるの
で第３パターン２３５ａは所定の電気伝導性を有することができる。反面、電子輸送層２
３５の第４パターン２３５ｂは電子輸送物質と共に感光性単量体が架橋結合または、重合
されて形成された感光性高分子を含むので第３パターン２３５ａに比べて実質的に低い電
気伝導性を有することができる。
【０１７７】
　例示的な実施形態によれば、正孔輸送層２１２のみならず電子輸送層２３５も前記非画
素領域に位置する部分の電気伝導性を減少させることによって電荷が側面方向に移動する
ことを防止きるし、電気伝導性が低い第４パターン２３５ｂが配置される領域を調節し電
子が移動或いは輸送される領域を適切に限定することができる。これに伴い、前記有機発
光表示装置の発光特性をより一層向上させることができる。
【０１７８】
　図示はしていないが、図２３を参照して説明した工程と実質的に同一または実質的に類
似の工程を遂行して電子輸送層２３５上に第２電極を形成できる。他の例示的な実施形態
において、前記第２電極を形成する前に、電子輸送層２３５上に電子注入層を追加的に形
成することもできる。前記第２電極上には保護層と第２基板が形成される。
【０１７９】
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　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範囲内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと理解される。
【産業上の利用可能性】
【０１８０】
　本発明の実施形態に係る有機発光構造物を含む有機発光表示装置において、有機発光層
を画素領域にだけ選択的に均一に形成することがあるので、特に大きなディスプレイ面積
を有する高解像度のディスプレイ装置に有用に活用できる。
【符号の説明】
【０１８１】
１０　ドナー基板
１２、１４　遮光部
１４　遮光部
１５　マスク
１００　第１基板
１０５　バッファ層
１１０　半導体パターン
１１２　ソース領域
１１４　チャネル領域
１１６　ドレーン領域
１２０　ゲート絶縁膜
１２５　ゲート電極
１３０　第１層間絶縁膜
１３３　ソース電極
１３５　ドレーン電極
１５０　第２層間絶縁膜
１６０　第１電極
１６５　画素定義膜
２１０、２１２　正孔輸送層
２１１　予備正孔輸送層
２１２ａ、２１２ｃ、２１２ｅ、２１２ｇ　第１パターン
２１２ｂ、２１２ｄ、２１２ｆ、２１２ｈ　第２パターン
２１４　疎水性層
２１５　疎水性パターン
２２０　有機発光層
２３０、２３５　電子輸送層
２３５ａ　第３パターン
２３５ｂ　第４パターン
２３３　予備電子輸送層
２４０　有機発光構造物
２５０　第２電極
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